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Аннотация  
Впервые выращены монокристаллы трисульфида титана с размерами достаточными для 

измерения анизотропии магнитной восприимчивости. Морфология и дефектная структура кристаллов 
аттестованы методом просвечивающей микроскопии. Магнитная восприимчивость кристаллов вдоль 
основных кристаллографических осей изучена в диапазоне температур 300-4 К. Магнитная воспри-
имчивость во всех направлениях имеет диамагнитный характер, её величина отражает анизотропию 
проводимости и может быть связана с вкладом свободных носителей заряда.  

 


